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OEM: ITT Diode BAY80 Datasheet

BAY 80

Silizium-Epltaxle-Planar-Dicde
Schaltdiode fir aligemeine Anwendungen I
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e 1589

Glasgehiuse JEDEC DO-35 !
54 A 2 nach DIN 41880
Gewichtca. 0,13 g
MaBe in mm P Rerrizwichen:
In listenmaBiger Austihrung wird it T
diese Diode gegurtet geliefert. ase
NiEheres siehe unter ,Gurtung”. ;_"" =
Grenzwerte
Sperrspannung Ug 150 v
DurchlaB-Gleichstrom bel Ty = 25 °C Ig 250 1) ma
Richtstrom in Einwegschaltung Ig 200 1) mi
mit A-Last baif 250 Hz, Ty = 25 °C
periodischer Spitzenstrom Term 6251) mi
bai f =50 Hz, 8 = 180°, Ty = 25 °C
StoBstrom flire <1 s Tesm 1 A
susgehend ven Tj= 25°C
Sperrschichttemperatur T 176 "c
Lagerungstemperaturbereich Ts -85...+200 “c
Kennwerte bai T = 25 °C
DurchlaBspannung
bellg= 0,1 mA Ug 04..0,52 v
bellg= 10mA Ug 0,83..0,78 v
bellg= S0mA Ug 0,73..082 v
bl [g = 100 mA Ug 0,78...1 v
bel Ig = 150 mA Ug <1,07 L)
Sperrstrom
bei Ug =120V In <100 nA
bel Ug = 120V, T; = 180 °C In <100 wA
Durchbruchspannung, Upryn =150 v

gemeassen mit 100-pA-dmpulsen

1) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdriihte in 8 mm Abstand vom Gehiuse auf
Umgebungstemperatur gehalten werdan.
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Spearrvarzug baim Umschalten von Ig = 30 mA 1,
beim Umschalten von lg = 30 mA
auflg = 30 mA bis ig = 3 mA,

A= 1000
Kapazitit bei Ug =0, f = 1 MHz Croq
Wirmawiderstand Ry

Sperrschicht - umgebande Luft

<50 ns

<8 pF

<0,3761) KimW

1) Diesar Wert gilt, wann dia AnschluBdridhte in B mm Abstand vom Gehiuse aul

Umgebungstemperatur gehalten werden.
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